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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】連続走行する帯状基板にグラフェン（Ｇｒａｐ
ｈｅｎ）からなる層またはナノチューブからなる層を成
膜するための成膜装置、及び成膜方法を提供する。
【解決手段】プロセスチャンバ２内において回転軸１８
の周りに回転可能に支持され、軸方向の温度勾配を持つ
処理ロール３を備え、第１のリール６から巻き出された
基板１が処理ロール３の外表面上に渦巻状に当接し、連
続的に成膜され、成膜された基板１′が第２のリール７
に巻き取られる帯状基板１の成膜装置において、回転軸
１８にほぼ平行にガス流れ１１、１２を発生させるため
のガス入口部／ガス出口部８、９、１０を持つ成膜装置
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロセスチャンバ（２）内において回転軸（１８）の周りに回転可能に支持された処理ロ
ール（３）を備え、第１のリール（６）から巻き出された基板（１）が処理ロール（３）
の外表面上に渦巻状に当接し、連続的に処理され、特に成膜され、この場合、処理特に成
膜された基板（１′）が第２のリール（７）に巻き取られる、プロセスチャンバ（２）内
における帯状基板（１）の処理特に成膜装置において、この場合、
回転軸（１８）にほぼ平行に向けられたガス流れ（１１、１２）を発生させるためにガス
入口部／ガス出口部（８、９、１０）が設けられ、該ガス流れ（１１、１２）は処理ロー
ルの全周の周りに伸長するガス流れ領域を形成する、プロセスチャンバ（２）内における
帯状基板（１）の処理特に成膜装置。
【請求項２】
ガス入口部／ガス出口部（８、９、１０）がガス入口部（８、９）を有することを特徴と
する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　ガス入口部／ガス出口部（８、９、１０）がガス出口部（１０）を有することを特徴と
する請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　ガス入口部（８、９）がリング状に形成されていることを特徴とする請求項２に記載の
装置。
【請求項５】
　ガス出口部（１０）がリング状に形成されていることを特徴とする請求項３に記載の装
置。
【請求項６】
　洗浄領域（４）と、および回転軸（１８）の方向に洗浄領域（４）に対してオフセット
配置された堆積領域（５）と、を特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　リング状ガス入口部（８、９）が回転軸（１８）の方向に開放する開口（１３）を有す
ることを特徴とする請求項３ないし６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　リング状ガス出口部（１０）が回転軸（１８）の方向に開放する開口（１３）を有する
ことを特徴とする請求項４ないし７のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　処理ロール（３）をリング状に包囲するガス入口部（８、９）からプロセスチャンバ内
に導入された洗浄ガスないしはプロセスガスを受け取るための、処理ロール（３）の軸方
向ほぼ中央において処理ロール（３）をリング状に包囲するガス出口部（１０）を特徴と
する請求項１ないし８のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　処理ロール（３）の表面温度を、室温（Ｔ１）以上のプロセス温度（Ｔ２）に上昇可能
なように処理ロール（３）が加熱可能であり、この場合、特に、処理ロール（３）の内部
に配置されている加熱器が、ロール中央に最大温度を有する軸方向温度プロフィルを発生
するように設計されていることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　処理ロール（３）の直径がその軸方向中央において最大であり、およびロールが、特に
、回転抛物面に沿って伸長する外表面を有することを特徴とする請求項１ないし１０のい
ずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　成膜がグラフェン（Ｇｒａｐｈｅｎ）フィルムまたはナノチューブからなるフィルムで
あることを特徴とする、請求項１ないし１１のいずれかに記載の装置内における帯状基板
（１）の成膜方法。
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【請求項１３】
　プロセスガスが炭素を含有し且つ特にＣＨ４、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ６Ｈ６であるこ
とを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　洗浄ガスがＨ２、Ａｒ、ＮＨ３であることを特徴とする請求項１２または１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　請求項１ないし１４のいずれかに記載の特徴を特徴とする装置または方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロセスチャンバ内において回転軸の周りに回転可能に支持された処理ロー
ルを備え、第１のリールから巻き出された基板が処理ロールの外表面上に渦巻状に当接し
、連続的に処理され、特に成膜され、この場合、処理特に成膜された基板が第２のリール
に巻き取られる、プロセスチャンバ内における帯状基板の処理特に成膜装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１がこのような装置を記載する。処理ロールは、ハウジングの円筒空洞内に配
置されている円筒本体である。
【０００３】
　特許文献２は、処理ロールが例えば液相内に浸漬されている装置を記載する。
【０００４】
　特許文献３は、帯状基板が連続的にプロセスチャンバ内を通過する装置を記載する。こ
こでは処理ロールが設けられていない。
【０００５】
　特許文献４および特許文献５もまた、帯状基板がプロセスチャンバ内を搬送され、プロ
セスチャンバ内において成膜されるグラフェン（Ｇｒａｐｈｅｎ）成膜装置を記載する。
【０００６】
　特許文献６は、アーチ状プロセスチャンバ内を搬送するために、成膜されるべき帯状基
板が複数回転向され、プロセスチャンバ内に多数のロールが存在する装置を記載する。プ
ロセスチャンバの半径方向外壁は多数のノズル本体を形成し、ノズル本体を介してプロセ
スガスがプロセスチャンバ内に導入される。プロセスガスの導入は帯状基板の伸長面に対
し交差して行われる。
【０００７】
　特許文献７は、同様の装置を記載する。この場合もまた、基板はリング・スリット状プ
ロセスチャンバ内で成膜される。しかしながら、この場合には、基板は多数のロールに当
接せず、１つのロールに当接する。ガスの供給は、この場合もまた、プロセスチャンバの
軸に対して半径方向に行われる。
【０００８】
　特許文献８は、ターゲットが処理ロールの近くで半径方向に配置されている帯状基板の
成膜装置を記載する。ターゲットから導電材料がスパタリングされ、導電材料は基板に対
して半径方向に到達する。
【０００９】
　特許文献９は、縦方向伸長プロセスチャンバ内を搬送されるエンドレス基板の成膜装置
を記載する。プロセスチャンバの一方の端部を介して、基板は搬入且つ搬出される。プロ
セスチャンバの他方の端部にリング状転向装置が存在する。この場合、処理ロールは設け
られていない。
【００１０】
　特許文献１０は、転向なしにプロセスチャンバ内を搬送されるエンドレス基板の成膜装
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置を記載する。
【００１１】
　特許文献１１は、炭素含有成膜を有するエンドレス基板の成膜装置を記載し、この場合
、基板は処理ロールの表面に沿って搬送される。出発物質は処理ロールに対して半径方向
に搬送される。
【００１２】
　特許文献１２は、基板上への薄いフィルムの堆積装置を記載し、この場合、回転電極が
設けられ、回転電極の近くを基板が搬送される。反応ガスは基板表面と電極表面との間の
隙間内に導入される。ここにプラズマが形成されることになる。
【００１３】
　特許文献１３は、連続的に搬送される帯状基板上への層の堆積方法を記載する。基板を
搬送するために、特に、軸方向に湾曲された表面を有するロールが設けられている。
【００１４】
　特許文献１４は、帯状基板の成膜装置および方法を記載する。基板は処理ロール上を搬
送される。処理ロールの付近にプロセスガス導入部が位置し、プロセスガス導入部はプロ
セスガスをプロセスガス導入部と基板との間の隙間内に供給する。ガス流れが発生され、
ガス流れは、この隙間内において、処理ロールに関して周方向または軸方向に流動可能で
ある。
【００１５】
　特許文献１５は、プロセスチャンバ内で帯状基板を搬送するための、複数のロールから
なる搬送装置を記載し、プロセスチャンバ内に処理ロールが配置され、処理ロールに基板
が当接する。ガス入口部により基板とガス入口部との間の隙間内にプロセスガスが導入さ
れる。
【００１６】
　特許文献１６は、帯状基板上に層を形成するためのＣＶＤ成膜装置を記載し、この場合
、基板は相前後して配置された複数のプロセスチャンバ内を搬送される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開第２００５－１３３１６５号公報
【特許文献２】国際公開第２０１１／０８１４４０Ａ２号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２０１２／１３４２０５Ａ１号パンフレット
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１２／０２３４２４０Ａ１号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２０１１／０１９５２０７Ａ１号明細書
【特許文献６】国際公開第２０１２／０２８７７７６Ａ１号パンフレット
【特許文献７】欧州特許出願公開第２３６０２９３Ａ１号明細書
【特許文献８】米国特許第６６３００５８Ｂ２号明細書
【特許文献９】英国特許出願公開第２４５８７７６Ａ号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２０１１／０３１５６５７Ａ１号明細書
【特許文献１１】米国特許第５９３２３０２号明細書
【特許文献１２】米国特許第５７１１８１４号明細書
【特許文献１３】欧州特許第０７８２１７６Ｂ１号明細書
【特許文献１４】欧州特許第１９９９２９６Ｂ１号明細書
【特許文献１５】欧州特許出願公開第２１１３５８５Ａ１号明細書
【特許文献１６】国際公開第２０１０／１４４３０２Ａ１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の課題は、連続走行において帯状基板がグラフェン（Ｇｒａｐｈｅｎ）からなる
層またはナノチューブからなる層で成膜可能であり且つ従来技術から既知の装置ないしは
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方法に比較して方法技術的な利点を有する装置ないしは方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この課題は、特許請求の範囲に記載の本発明により解決される。
【００２０】
　はじめに且つ本質的に、装置は、帯状基板が巻き付けられた第１のリールを有している
。帯状基板は数ｍｍから２、３ｍまでの幅を有していてもよい。プロセスチャンバは真空
室であってもよい。プロセスチャンバ内に処理ロールが存在し、処理ロールは、その外表
面上に帯状基板を複数回巻き付けられるように十分な軸方向長さを有している。本発明に
より、ガス入口部／ガス出口部を介して処理ロールの回転軸にほぼ平行に向けられたガス
流れが発生される。処理ロールを完全に包囲するガス流れ領域が形成され、処理ロールが
回転しているときにガス流れ領域内を基板が搬送される。ガス流れは基板の表面法線に対
してほぼ直角にこのリング状ガス流れ領域内を流動する。第１のリールから巻き出された
基板は渦巻状に当接して連続的に成膜される。このために、処理ロールは連続的にその回
転軸の周りに回転される。成膜された基板は第２のリールに巻き取られる。本発明により
、装置特にプロセスチャンバはガス入口部ないしはガス出口部を有している。ガス入口部
／ガス出口部は、回転軸に対してほぼ平行に向けられたガス流れを発生するように形成さ
れている。ガス流れは、処理ロールの外表面に平行に向けられた流れを有している。少な
くとも１つのガス流れを発生するために、ガス入口部／ガス出口部はガス流入開口ないし
はガス流出開口を有している。ガス流入開口は、ガス流れが回転軸に関して軸方向にガス
入口部を離れるように形成されている。ガス出口部の開口も同様に流動方向に向けられて
いる。ガス入口部ないしはガス出口部の開口は、処理ロールの全周面に沿って軸方向流れ
を形成するように配置されている。２つのガス流れ領域が形成可能である。洗浄ガスまた
はパージガスは第１のガス入口部からプロセスチャンバ内に導入される。特にリング状に
処理ロールを包囲する、これに関するガス入口部は、処理ロールの中央に対して基板搬入
側にオフセット配置されていてもよい。このガス入口部から、洗浄ガスまたはパージガス
が処理ロールの中央に向かって軸方向に流動する。処理ロールの中央においてガス出口部
が処理ロールをリング状に包囲し、ガス出口部を介して洗浄ガス／パージガスはプロセス
チャンバを離れる。このガス出口部は、プロセスガスをプロセスチャンバから抜き出すこ
ともまた可能である。プロセスガスをプロセスチャンバ内に導入するために第２のガス入
口部が使用され、第２のガス入口部も同様に処理ロールをリング状に包囲する。第２のガ
ス入口部は処理ロールの軸方向中央に対して基板搬出側にオフセット配置されている。処
理ロールの表面温度ないしはプロセスチャンバ内のガス温度をプロセス温度に加熱するた
めに加熱装置が設けられている。加熱器は処理ロールの外側に配置されていてもよい。し
かしながら、加熱器を処理ロールの内部に配置することもまた可能である。加熱装置によ
り、最大温度がロールの軸方向中央にないしはガス出口部の領域内に存在するように温度
プロフィルが発生される。温度プロフィルの最小温度は処理ロールの両端部の領域内に存
在する。銅からなる基板を使用したとき、最大温度は１０８５℃またはその僅か下の値を
とることが可能である。アルミニウムからなる基板に対しては、最大温度は６６０℃また
はその僅か下の値をとることが可能である。処理ロールの端部領域内にほぼ室温またはそ
れより僅か高い温度が存在する。処理ロールの好ましい形態において、処理ロールはその
軸方向中央の領域内に、その両端部の領域内の直径よりも大きい最大直径を有するように
設計されている。ロールは、その中央を通過し且つ回転軸に対して垂直に伸長する仮想面
に関して鏡像対称であってもよい。処理ロールを形成する回転体の外表面は回転放物体の
面に沿って伸長していてもよい。きわめて一般的に、ロールはシャトル（織機用部品）の
形をしていてもよい。基板は室温で処理ロール上に巻き付けられる。プロセスチャンバ内
を連続走行する間に基板は連続的に基板の融点近くの温度に加熱される。処理ロールの最
大表面温度の領域における処理ロールの直径の増大が温度による基板長さの伸びを補償す
る。基板を軸方向に搬送する処理ロールはステンレス鋼またはセラミック材料から構成さ
れていてもよい。処理ロールは単一材料から構成されてもまたは異なる材料から構成され
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てもよい。処理ロールを、相互に固定結合またははめ込み結合された多数のロール本体か
ら製造することもまた可能である。本発明による方法において、プロセスガスとして炭素
含有ガスが使用され、プロセスガスは、不活性キャリヤガスによりガス入口部からプロセ
スチャンバ内に導入される。プロセスガスは基板の搬送方向とは反対方向にプロセスチャ
ンバ内を流動する。プロセスガスとして、Ｈ２、ＮＨ３、Ａｒ、Ｎ２、ＣＨ４、Ｃ２Ｈ４

、Ｃ２Ｈ２またはＣ６Ｈ６が使用されることが好ましい。しかしながら、他のガスまたは
液体が使用されてもよい。洗浄ガスないしはパージガスとして、Ｈ２、Ａｒ、ＮＨ３が使
用される。しかしながら、この場合もまた、他のガスまたは液体が使用されてもよい。洗
浄ガスは基板の搬送方向にプロセスチャンバ内を流動することが好ましく、この場合、洗
浄領域は搬送方向において堆積領域の手前に存在する。本発明による方法を用いて、少な
くとも１つのメタルを有していてもよい基板上に、炭素含有層が堆積される。層はグラフ
ェンないしはナノチューブから構成されている。
【００２１】
　本発明の実施例が以下に添付図面により説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、帯状基板１のための搬送装置および成膜装置を示す。
【図２】図２は、図１の線ＩＩ－ＩＩによる断面図を示す。
【図３】図３は、図１による処理ロール３の表面上の温度プロフィルを示す。
【図４】図４は、未成膜基板１ないしは成膜基板１′を受け入れるための両方のリール６
、７がプロセスチャンバ２内に配置されている、図１による図を示す。
【図５】図５は、リール６、７が装填室１４、１５の内部に配置されている、図１による
図を示す。
【図６】図６は、リール６、７によって形成される基板支持体がプロセスチャンバ２の外
側に配置され、および基板１、１′がガス・シールされた入口領域／出口領域１６、１７
を介してプロセスチャンバ２内に導入され、ないしはプロセスチャンバ２から引き出され
る、図１による図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　基板上へのグラフェンまたはカーボン・ナノチューブの成膜方法は、大きな温度差が形
成可能なプロセスチャンバを必要とする。本発明による装置ないしは本発明による方法に
より、非単結晶基板の連続成膜が可能であり、基板はこのためにその融点近くまで加熱可
能である。基板として、例えば銅またはアルミニウムが考慮される。銅またはアルミニウ
ムは銅薄片ないしはアルミニウム薄片であり、これらはリール６上にロールの形に巻き付
けられている。本発明により、この帯状基板が処理ロール上に供給され、処理ロール上に
渦巻状に当接して処理される。処理ロール３は、最大直径が最高温度の領域内におよびそ
の最小直径が最低温度の領域内に存在するように、その周囲長さないしはその直径が軸方
向に変化された形態を有している。ガス入口部８、９により洗浄ガス流れ１１およびプロ
セスガス流れ１２が発生され、洗浄ガス流れ１１およびプロセスガス流れ１２は表面に平
行にガス出口部１０に向かって流動する。ガス流れは、ほぼ、処理ロール３がその周りを
回転する回転軸１８の方向に行われる。
【００２４】
　図１は、きわめて一般的に、本発明による装置の構造を示す。リール６上に、プロセス
チャンバ２内において成膜されるべき基板１が存在し、基板１は数ｍｍから２、３ｍまで
の幅を有していてもよい。基板１は軸１８に対して斜め方向に処理ロール３に向かって走
行し、処理ロール３の外表面上に渦巻状に巻き付けられている。プロセスチャンバ２内に
おいて成膜された基板１′は第２のリール７上に巻き取られる。
【００２５】
　リング状ガス入口部８、９およびリング状ガス出口部１０が設けられている。
【００２６】
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　基板搬入側にガス入口部８が存在し、ガス入口部８は処理ロール３の周りにリング状に
配置されている。リング側壁に付属されたガス流出開口から軸方向ガス流れ１１が流出す
る。ガス流れ１１は洗浄ガスであり、洗浄ガスはＨ２、ＡｒまたはＮＨ３であってもよい
。これらの洗浄ガスは洗浄領域４内を流動し且つ処理ロールの軸方向ほぼ中央に配置され
たガス出口部１０によって吸引される。このために、処理ロール３をリング状に包囲する
ガス出口部１０は、図２に示されている、側壁上にリング状に配置された開口１３を有し
ている。
【００２７】
　ガス出口部１０に対して流動方向に間隔をなして第２のガス入口部９が設けられ、ガス
入口部９も同様に処理ロール３をリング状に包囲している。ガス入口部９の幅広側面の開
口からプロセスガスが堆積領域５内に流入し、プロセスガスは矢印１２の方向にガス出口
部１０に向かって流動し、ガス出口部１０においてプロセスガスは吸引される。プロセス
ガスとして、Ｈ２、ＮＨ３、Ａｒ、Ｎ２、ＣＨ４、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２またはＣ６Ｈ６が
使用されてもよい。
【００２８】
　両方のガス入口部８、９はガス出口開口を有し、ガス出口開口の配置は、ガス出口部１
０に関して図２が示す開口１３に対応する。
【００２９】
　図１が示すように、プロセスチャンバ２は、基板１の搬送方向に関して相前後して存在
する領域４、５を有している。洗浄領域４内において、基板１は搬送方向に上昇する温度
で洗浄される。搬送方向において洗浄領域４の後方に配置された堆積領域５内において、
基板は搬送方向に低下する温度で、炭素含有構造即ちグラフェンまたはナノチューブによ
り成膜される。成膜は熱分解表面処理であってもよい。しかしながら、成膜は、炭素含有
堆積ガス成分の気相分解の連続反応であってもよい。基板が処理ロール３上に当接する巻
数は本質的に自由に選択可能である。巻付けは、基板１の縁がほぼ接触するように密に行
われてもよい。しかしながら、巻付けが、図に示されているように、相互に間隔をなして
行われていてもよい。巻付け経路は、本質的に、基板１が処理ロール３の外表面上に導入
される角度により決定される。
【００３０】
　図３は、例として、処理ロール３の回転軸１８に沿った温度プロフィルを示す。入口領
域（最も左側）の領域内、即ちガス入口部８の領域内には、室温ないしは室温より僅かに
高い温度Ｔ１が存在する。処理ロール３の表面温度ないしは処理ロール３上部のガス相の
温度は搬送方向に連続的に上昇する。表面温度は、ロール中央において、即ちガス出口部
１０が存在する位置において、その最大値Ｔ２に到達する。その位置では、温度Ｔ２は基
板の融点より僅かに低い温度Ｔ２である。処理ロール３の表面温度ないしはロール３上部
のガス相の温度は再び連続的に低下し、入口部９（最も右側）において、室温ないしはそ
れより高い値に対応する値Ｔ１に到達する。
【００３１】
　図４－６は本発明の種々の変更態様を示す。ここでは主としてプロセスチャンバ２が示
されている。プロセスチャンバ２はそれぞれ真空室であり、真空室は不活性ガスでパージ
可能であり且つ真空ポンプに接続されているので、プロセス圧力は大気圧以下の範囲内に
設定可能である。この実施例もまた、図１および２に示されているように、２つのガス入
口部８、９および１つのガス出口部１０の形の３つの異なるガス・ノズルを有している。
図を見やすくするために、これらのガス入口部／ガス出口部はここには示されていない。
しかしながら、全ての入口ノズル／出口ノズル８、９、１０はリング状に形成され且つ周
方向に等間隔をなして処理ロール３の外表面を包囲している。したがって、入口ノズル／
出口ノズル８、９、１０は処理ロール３と同軸に配置されている。この場合もまた、ガス
供給は処理ロール３の軸１８に平行に行われるので、軸１８方向に流動するガス流れ１１
、１２が形成されている。ガス流れ１１、１２は、図１に示されている実施例と同様に、
反対方向に流動可能である。ガスの流出ないしはガスの流入は、ガス入口部ないしはガス
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出口部８、９、１０の側壁の全周にわたり配置されている開口１３を介して行われる。
【００３２】
　洗浄ガスないしは余剰プロセスガスは中央のガス出口部１０から吸引される。ガス出口
部１０は最大ロール直径の領域内においてほぼ軸方向中央に存在する。
【００３３】
　図４は、両方のリール６、７がプロセスチャンバの内部に配置されている配置図を示す
。
【００３４】
　図５は、両方のリール６、７がプロセスチャンバ２の外側に配置されている配置図を示
す。この場合、プロセスチャンバ２に装填室１４、１５がフランジ接続され、装填室１４
、１５内にリール６、７が受け入れられている。図示されていないゲートにより、装填室
１４、１５はプロセスチャンバ２に対して密閉可能であるので、プロセスチャンバ２はリ
ール交換の間において真空条件下に保持可能である。
【００３５】
　図６に示された実施例においては、リール６、７はプロセスチャンバ２の外側に配置さ
れている。入口領域／出口領域１６、１７が設けられ、その中を、プロセスチャンバ２内
に搬入される基板１ないしはプロセスチャンバ２から搬出される基板１′が通過する。
【００３６】
　温度勾配により発生する、処理ロール３の外表面上における基板１の熱膨張を補償する
ために、表面温度と直径との間にある関係が成立する。より高い温度領域はより低い温度
領域より大きい直径を有するように、局部直径は局部表面温度の関数である。これにより
、成膜において基板の内部応力が回避される。処理ロール３は、所定の温度プロフィルに
おいて帯状基板１がロール３の外表面上でほとんど応力のない状態で搬送可能なような縦
断面を有している。これにより、特に搬送方向に温度が低下する領域内において、基板１
′内部の伸びは発生しなくなる。軸方向に変化する直径により、温度勾配によって発生さ
れる基板の長さ変化はほぼ補償される。
【００３７】
　上記の説明は、下記の特徴の組み合わせによってそれぞれ独立に従来技術の変更態様を
形成する、全て本出願に含められる発明の説明にも使用される。即ち、これらの特徴とは
次のものである。
【００３８】
　プロセスチャンバ（２）内において回転軸（１８）の周りに回転可能に支持された処理
ロール（３）を備え、第１のリール（６）から巻き出された基板（１）が処理ロール（３
）の外表面上に渦巻状に当接し、連続的に処理され、特に成膜され、この場合、処理特に
成膜された基板（１′）が第２のリール（７）に巻き取られる、プロセスチャンバ（２）
内における帯状基板（１）の処理特に成膜装置において、この場合、回転軸（１８）にほ
ぼ平行に向けられたガス流れ（１１、１２）を発生させるためにガス入口部／ガス出口部
（８、９、１０）が設けられ、該ガス流れ（１１、１２）は処理ロールの全周の周りに伸
長するガス流れ領域を形成することを特徴とする装置。
【００３９】
　ガス入口部／ガス出口部（８、９、１０）がガス入口部（８、９）を有することを特徴
とする装置。
【００４０】
　ガス入口部／ガス出口部（８、９、１０）がガス出口部（１０）を有することを特徴と
する装置。
【００４１】
　ガス入口部（８、９）がリング状に形成されていることを特徴とする装置。
【００４２】
　ガス出口部（１０）がリング状に形成されていることを特徴とする装置。
【００４３】
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　洗浄領域（４）と、および回転軸（１８）の方向に洗浄領域（４）に対してオフセット
配置された堆積領域（５）と、を特徴とする装置。
【００４４】
　リング状ガス入口部（８、９）が回転軸（１８）の方向に開放する開口（１３）を有す
ることを特徴とする装置。
【００４５】
　リング状ガス出口部（１０）が回転軸（１８）の方向に開放する開口（１３）を有する
ことを特徴とする装置。
【００４６】
　処理ロール（３）をリング状に包囲するガス入口部（８、９）からプロセスチャンバ内
に導入された洗浄ガスないしはプロセスガスを受け取るための、処理ロール（３）の軸方
向ほぼ中央において処理ロール（３）をリング状に包囲するガス出口部（１０）を特徴と
する装置。
【００４７】
　処理ロール（３）の表面温度を、室温（Ｔ１）以上のプロセス温度（Ｔ２）に上昇可能
なように処理ロール（３）が加熱可能であり、この場合、特に、処理ロール（３）の内部
に配置されている加熱器が、ロール中央に最大温度を有する軸方向温度プロフィルを発生
するように設計されていることを特徴とする装置。
【００４８】
　処理ロール（３）の直径がその軸方向中央において最大であり、およびロールが、特に
、回転抛物面に沿って伸長する外表面を有することを特徴とする装置。
【００４９】
　成膜がグラフェン（Ｇｒａｐｈｅｎ）フィルムまたはナノチューブからなるフィルムで
あることを特徴とする方法。
【００５０】
　プロセスガスが炭素を含有し且つ特にＣＨ４、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ６Ｈ６であるこ
とを特徴とする方法。
【００５１】
　洗浄ガスがＨ２、Ａｒ、ＮＨ３であることを特徴とする方法。
【００５２】
　開示された全ての特徴は（それ自身）発明の進歩性を有している。したがって、付属の
／添付の優先権資料の開示内容（先行出願のコピー）もまた、これらの資料の特徴を本出
願の請求の範囲内に組み込むことを目的として、その内容が全て本出願の開示内に含めら
れるものである。従属請求項は、それらの特徴により、特にこれらの請求項に基づいて部
分出願を可能にするための、独自に発明力のある従来技術の変更態様を示している。
【符号の説明】
【００５３】
　　１　基板
　　１′　基板
　　２　プロセスチャンバ
　　３　処理ロール
　　４　洗浄領域
　　５　堆積領域
　　６　リール
　　７　リール
　　８　ガス入口部、パージガス
　　９　ガス入口部、プロセスガス
　　１０　ガス出口部
　　１１　ガス流れ、パージガス
　　１２　ガス流れ、プロセスガス
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　　１３　開口
　　１４　装填室
　　１５　装填室
　　１６　入口領域
　　１７　出口領域
　　１８　軸

【図１】
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【図４】
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